MOS-Feldeffekttransistor SMY 50
in Entwicklung

Dear SMY 30 ist ein MOS-Feideffektiransistor auf Si-
Basis vom p-Kanai-Anreicherungstyp vorwiegend fiir den
Einsatz in digitalen Schaltungen. Er ist ein Erg8nryngs-
typ fiir [ntegrierte Schaltkreise der unipolaren Baoureihe.
Der Bulk-Substrat-AnschiuB st getrennt herousgefiihrt.
Der Transistor ist in Dualin-line-Plostgehduse nusgefithr
und enthiilt eine integrierte Gateschutzdiode.
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Charakteristische Methmale:
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Der 5MY B1 ist ein Doppel-MOS-Feldeffekitransistor auf
Si-Basis vem p-Kanal-Anreicherungstyp vorwiegend flir
den Einsotz in digitalen Schaliungen. Er ist ein Er-
ginzungstyp flr integierte Schaoltkreise der unipolaren
Boureihe, Source von Transistor 2 ist innerhalh des Ge-



‘hduses mit deiiv Bulk {Substiot) verbunden, Der Doppel-
#eansistar ist in Ducl-in-line-Plostgehéuse ausgefithit und
enthélt je eing iniegrierte Goteschutzdinde.

Charakteristische: Markmale:

heher Eimggngswidarstand, Sperizustond bet 0V Gaie-
spennung

quadratischie Ubsitragungskennlinie

dlelche: Polaritit fiir Gote- und Drainsparin uig
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Bild 6; Zuliissige Konclueriustleistung Pig=¥§ (#,) und zuliissige
Gesamiveriustlaistung Poge == § {5}

Hinwgis: Die Einbau- und Lévorsehrifian fir p-Kandl-
MOS-Bauelemente in Dunl-in-line-Bauform sind jeweils
7t hedchien.

Wir verdifentlichen sie im Heft 1 (1972}

‘Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwidklung:
vorbehalten,
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Bild 7: ~ by = § [— Uyg) fiir die Typen SMY 50 und SMY.5)
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Bild 81— lys = §{— Ugs) Ffilv die Typen SMY-50 und SMY 51
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Bild 8: Ryy =1 §— Ugg) fiir die Typss SMY 50 und SMY-51



